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低コストタンデム太陽電池に向けた
HVPE成長III-VセルとSHJセルの接合

実験と結果

研究の目的

無人航空機

今後期待される応用先

電気自動車

現在の主な応用先

人工衛星

高効率・低コスト太陽電池の実現に向けた検討中のプロセス

① ハイドライド気相成長(HVPE)法によるIII-V太陽電池の作製[1-5]

→ 安価な原料を用いるため結晶成長コストが低減

② 太陽電池層剝離技術（エピタキシャルリフトオフ）による基板再利用[6-8]

→ 高価なGaAs基板のコストが低減

結論 参考文献

本研究は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）の委託業務（JPNP20015）によって得られた成果である。

HVPE法で作製したIII-Vセルとシリコンヘテロ接合型(SHJ)セルの
スマートスタックを実施し、低コストタンデムセルの作製プロセスを実証する

③ スマートスタックによるIII-VセルとSiセルの異種材料接合[9-11]

→ 安価で高効率なタンデム構造を作製可能
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GaInPセルの表面を
ワックスで保護する

AlAs層をHF溶液で除去

することで、セルと基板
を分離する

SHJセル[12]の表面に金

属ナノ粒子を配列させ[9]、
その上にGaInPセルを
のせる

室温でGaInPセルと
SHJセルを接合させ、
ワックスを除去する
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集光型太陽光発電設備

低炭素社会に向けて太陽光発電
の導入量拡大が期待されており、
発電効率の高いIII-V族太陽電池
の移動体応用が検討されている。
当該応用には太陽電池の
製造コスト低減が課題であり、

本研究ではタンデム太陽電池を
安価に作製する方法を検討した。

安価で発電効率の高い
太陽電池が必要

本研究の実施内容

タンデムセルの作製(III-VセルとSHJセルの接合)プロセス
光照射時の電流電圧特性

• スマートスタック技術を用いて、HVPE法で作製した低コスト
III-VセルとSHJセルの接合を初めて実証した

•サブセルの発電面積を調整することで

光電流を整合させた[13]

• 本技術を3接合構造に適用することで発電効率30％超の
III-V//Siセルを安価に作製できる可能性がある

• 作製したデバイスでは良好な電気特性が得られており、
低コストプロセスでタンデムセルが作製できることを示した
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•タンデムセルにおいて1.97 Vの開放電圧
を得た


